
电平转换 MOS 驱动、MOS 短路保护、低功耗 LDO 

2233B 
概述 

2233B 是一款 CMOS 电平转换芯片，具有 OCP 过流保护、负载短路保护、欠压保护等功

能，能保证整机在异常情况下拥有更高的安全性，使产品更具竟争力； 

该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路，能将 3-5V 的 PWM 输入电平转换为 10-

12V 的输出电压驱动片外功率 MOS 管，使 MOS 管导通损耗、开关损耗、管子温度等降低，

以节省 MOS 管成本；  

 

特点 

 高耐压：最高耐压达到 40V 

 低功耗：典型静态电流 2μA(不包含电

平转换工作电流) 

 低温度系数：典型温度系数 60ppm/˚C 

 内置低功耗 LDO，3.3V 可为系统中其

它电路供电，节省原电路的 LDO-7533 

 具有负载电流超限和负载短路检测功

能，（触发 OCP 保护时关断 MOS 管） 

 具有两路独立电平转换驱动电路，适

宜 PWM 调制驱动，频率可达 20kHz，

有效脉宽 1%~100%（0-100） 

 具有外部功率管过流保护功能 

 负载短路保护 

 欠压保护 

 

 

 

应用 

 LED 调光 MOS 管驱动 

 其他工业控制设备 

 

封装 

采用 SOP8 封装 
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管脚定义 

管脚 符号 功能描述 
1 INA 驱动电路输入 A  
2 INB 驱动电路输入 B  
3 VIN  供电电源 
4 GND 参考地 
5 VDDL LDO 输出 Vout 
6 OCP_IN 过流检测输入 
7 OUTB 驱动电路输出 B 
8 OUTA 驱动电路输出 A 

 
 

极限参数 

TJ=-40℃ ~ 125℃，除非有特别说明。所有的电压都是参考 GND 管脚。极限参数表明在规定

的范围以内不损坏器件，但是并不能保证电路还能正常工作或保证满足电气特性参数。 
参数 极限范围 单位 

供电电压范围：VIN -0.3 ~ 40 V 

信号输入电压范围：Vin-PWM -0.3 ~ 7 V 

最大的输出电流：IOMAX 内部限流 
ESD 范围：人体模式（HBM） >2 kV 

存储温度范围：TSTG -55 ~ 150 ℃ 
工作的结温范围：TJ -40~ 125 ℃ 

 

典型应用 
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电气特性 

在无特别说明的情况下，TA=25℃，VIN=12V，VOUT=3.3V，输入电容 10μF，输出电容 10μF 
参数名称 符号 测试条件 Min. Typ. Max. 单

位 

供电电压范围

（注 4） 

VIN  10 12 18 V 

信号输入电压

范围 
Vin-PWM   3.3 5 V 

LDO 输出电压 VOUT ILOAD=20mA  3.3  V 

输出电压精度 ΔVOUT/ VOUT ILOAD=20mA  -1.5  +1.5 % 

最大输出电流

(注 1) 
IOUT VIN= 12 V 30  50 mA 

负载调整电压 ΔVLOAD VIN=12V,1mA<IOUT<30mA  10 30 mV 

线性调整(注 2) ΔVLINE IOUT=1mA, 5V<VIN<40V  0.05 0.1 %/V 

调整压差  
 (注 3) 

VDIF IOUT=5mA, ΔVOUT=2%  0.1 0.2 V 

IOUT=50mA, ΔVOUT=2%  1  V 

驱动电路输 
出高电平（注 4） 

VOUTA 
VOUTB 

  Vin  V 

驱动电路 
工作频率 

fdriver 负载电容 500~1000pF   20 kHz 

驱动电路 
最窄脉宽 

tpulse 负载电容 500~1000pF  0.5  μs 

欠压保护电压 Uvlo  7 8 9 V 

过流检测电压

（注 5） 
VOCP VOUT=3.3V 150 200  mV 

工作温度 TA  -40  85 C̊ 

注 1：最大输出电流受温度和输入电压影响，即在芯片封装耗散能力一定的情况下，高电压

势必会导致高损耗和发热，设计时需注意给芯片优化散热。  
注 2：线性调整是指在固定负载电流的情况下，因 VIN的变化导致的输出电压 VOUT 的变化率。 
注 3：调整压差定义为在固定负载电流的条件下，输出电压 VOUT 变化 2%的时输入电压 VIN与

输出电压 VOUT 的差。 
注 4：驱动电路输出高电平≈输入电源电压，由于常规 MOS 管 Vgs 一般不超过±20V，所以

建议电源电压不要超过 18V，否则需增加 Vgs 限压电路。 
注 5：过流保护电阻的阻值计算方法为：R=Vocp/Iocp，描述的情况为平滑的直流电流，若 PWM

调光时有产生较大的峰值电流，计算时将以最大的峰值电流为准） 
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封装信息 

 

 
 

 

*希望您经常和本公司有关部门进行联系，索取最新资料，因为产品在不断更新和提高。 
*本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。 
*本资料仅供参考，本公司不承担任何由此而引起的损失。 
*本公司不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 


